
附件 4 

 

“战略性先进电子材料”重点专项 

2017 年度项目申报指南 

 

µỉῑ Ѹ ♅ ἀᾺ ᵿ ẵὃṇ ō2006-2020

Ŏ¶ἀµ ỉ י¶2025 ӊו őỉῑ ᴄ ᵿῄ

ὃ ᴮ “ ₭ᴈ к ” ᴄ ¢ṧ┼ϖ ᴄ

ᶚ͡וе ő ᵿв 2017 ᵇ ο ¢ 

ϖ ᴄ Ђ ş ỉῑ ⁹ ὐκ¡

¡ ֥ Ὰ ᵓ ₭ᴈ к ו

ő ҙ“ ỉ 2025”¡“Ἲ ỉῑי”+ ֞ Ђő

Ὰ ἀѰ ṍᴄő ỉ“ὔבҀ҉”ו

ᵿ ᾙ ő װ ֥Τׅ к Τׅ ¡

Ỹ ő ֞Ṳ ᾡằк  ¡ṍᵊằᴈ ᴈ к
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ṤᾺ ᶚ őṾе 35Ṥ ∏ ¢ 5

ō2016 - 2020 Ŏ¢ 

2016 őϖ ᴄ 4ṤᾺ ᶚ ᴮ15Ṥ ∏

27Ṥו ¢2017 ő 4ṤᾺ ᶚ ᴮ15Ṥ ∏

37-74Ṥו ő ͛ ỉМⅎᶮ ḳ 8.38 ¢ᶏ

ו Ӄ ⅎᶮő ⅎᶮ ᵭ ỉМⅎᶮ

ᵭϠ бמ 1ş1¢ 

ο ͝ ᵽᾳЂ ( ו(1.1 ∏ᶚ ₭ ¢

ӑ ő Ҫ ╫ 1-2 ¢ бҀ

Ọ4 ¢ ο ו ∏ ỚḵḱᵽᾳЂ

ו е◦Ỹ Ђ¢ ♪ бҀỌ5Ṥő Ṥ

♪ ф ֮ бҀỌ5Ṥ¢ 1 Ḩ ő

Ṥ♪ 1 ♪ Ḩ ¢ 

“ Ҫ 1-2 ” ş ∏ᶚ

őֺӊ ο ₅Ị ῝ ₱¡Ὰ

б ו Ꞌ ő♠ Ҫ 2 Ṥ ¢2 Ṥ п

ᶳ Ṥ⁶ᵍ Ҫוᶚ װ¢ ⁶ᵍ ҝἪᵓ 2Ṥ

Ꞌ₭ Ẍőṧ┼ Ẍ₅Ị ᴧἪ Ҫᶚ ¢ 

1.面向新一代通用电源的 GaN 基电力电子关键技术 

1.1 用于小型化电源模块的高速 GaN 基电力电子技术 

∏ ş ∏֞ҳ֒ Si Ҙר ṍ╫ GaN

ѸᾺ Š ∏ Si Ҙר GaN ᾘṍ ▲ầ   ῄ Ѱ ὄ
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ϐᾺ Š ∏ GaNṍ  ᴮ ׅ ᴈ ו ᾙ ᾭ

ⱦ ᶚᶅŠ ∏ GaNᾘṍ ▲ầ ו  ᴮ ᾬ

ҝᾺ Š▲ᵿמῂ ф ᶿ Ṱ Š ∏ ὄᴈ ꜘő

ϐᾭ ֥ ┼ Ḏ י ¢ 

◦Ỹ Ђş6ª8 ֒ SiҘר GaNᾘ ₅ẅк ᶚ

ꜘᴈ <350 Ω/sqőᶚ б╫ <3%Š100 Vѵ № ẫ

ׅ ᴈ <7 mΩőᴮ ᴈ <50%ő ᴮ ׅ ᴈ

Š ▲ầ >1 MHz ו ‰ᶿ Š ▲ầ

1 MHzו 300 Wᴈ ꜘő ὔ ≥96%Š ҝ 6ª8

֒ GaNᾘᴈ ᴈ   Ѱ Š ᵿ 15 őᵿ

Ѕ 10 ¢ 

1.2 用于中等功率通用电源的高效率GaN基电力电子技术 

∏ ş ∏ Si Ҙר ṍ GaN к ѸᾺ

Š ᴮמ∏ ׅ ᴈ ¡ṍ ᴧ ֞ᴈ Ṳ ▲ầẫἀᵽ

ᾨẫ ו  ῄ Ѱ ὄ ϐᾺ Š ₅ẅк

☼♠ו  ῝ ő ∏ ו  ᾙ ṍ ¡

ṍ♠☼ Ὰ Š ∏ṍ ᶿו Ὰ Š ᵿṍ

ᴈ ꜘő ϼ י ᴈ ¢ 

◦Ỹ ЂşSi Ҙר GaN ᾘѵ № ẫᾖӛᴈ

>1200 Vőׅ ᴈ <100 mΩőᶑ ᴈ<10 μAō@600 VŎŠ

SiҘר GaNᾘ ᾘᵽᾨẫᾖӛᴈ >1200 Vőׅ ᴈ

<1.8 Vō@15 AŎőᶑ ᴈ<10 μAō@600 VŎŠ  ṍ
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ᾖӛᾙ ἀ Š ▲ầ 300 kHz ו 1 kW

ᵿᴈ ϼ ő ὔ ≥98%Š ᵿ 15 ő

ᵿЅ 10 ¢ 

1.3 GaN 基新型电力电子器件关键技术 

∏ ş ∏ ѷầ Ṳ ו  ῄ ϐ

ᶚᶅő ṍ ᴈ ἀẁב Š ∏ӫ ₅ẅṍ

ᵽᾨẫἀṲ ▲ầ  Š ∏ ṍ Ὰ ő

∏ GaN ᾘṲ ו  Ϙ ᶝי ᴈ ầ▲ו

ᶢᾙ Š ᵿ ṍ ▲ầᴈ ו ᴈ ₅ẅő

Ҁ ▲ầᴈ ¢ 

◦Ỹ Ђşѷầ Ṳ ו  ᴈ >3 Vő

>650 Vő ẁ᷂ב >600 cm2/VsőB ᴈ

<25%Šӫ ₅ẅᵽᾨẫ >1500 Vő▲ ᴈ <1.2 VŠӫ

₅ẅ ᾨẫ 1500 Vő▲ ᴈ >5 AŠ ₅ẅ  

ᴧ Ϙᾖӛ Š ▲ầ 10 MHz¡ ὔ

>80%¡ ӊṲ 10 WוҀ ᴈ ꜘŠ ᵿ 20

őᵿЅ 15 ¢ 

2.超高能效半导体光源核心材料、器件及全技术链绿色

制造技术 

2.1 超高能效半导体光源核心材料及器件技术研究 

∏ ş ∏ᵿằ Ὰ ⅜ő ṍ   Š

∏ᾘ ᵟ Ҙורṍ ֳὄ Ὰ Š ∏ṍ
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ῄ Ὰ Š ∏ p ֳὄ Ѫ

Ὰ ṍ ᵿằ  Š ∏ᵿằ  ׅО

Ѕ ӊằ₅ẅ ἂᾙ ¡ṍằ  Ṱ Š▲ᵿṍ

Ṳ ᵇ¡ṍằ ӊ¡ ᴧ ו ằ  Š

∏ ṍ מ ᾬҝᶿ Ὰ Š ᶳמ к ♠

ⱦ ϐ ᵿằ  ¢ 

◦Ỹ Ђş Ҁṍ Τׅ Ỹ к  ő

p GaN Ᵽ ᵇ>5×1018 cm-3őֳὄ ằטּ LED ОѸ

455±5 nmő ׆֚ 80%Š ṍ Ώằ  őΏằ

LED >5 A/cm2 ᴈ ᵿằ ׆֚ 280 lm/WŠΏằ

LED 100 A/cm2 ᴈ ᵿằ ׆֚ 160 lm/WŠ

ᵿ 20 őᵿЅ 20 ¢ 

2.2 高效高可靠 LED 灯具关键技术研究 

∏ ş▲ᵿ֞Ṳ LEDח║ ṍ ¡ṍ♠☼ ו

Ὰ к ő ║ח∏ ἀ ẫ ₆╨ᶚ

͡Š ∏ ẇ ṍח║ ằ ו ằ к ¡₅ẅ ῄ

ἀᶿ Ὰ Š ∏ṍ Ѹ LED ᴮᴈ Ὰ ¢ 

◦Ỹ ЂşΤׅ ᵿằ║ח ׆֚ 160 lm/Wőằ

ỉῑ ῄЂ Š 55℃ ᴄ 1500 ő

ằ║ח Ҫ ἀ ằ Ҫ бמ 95%Š 70℃ὐ⅞

ᵇ őח║ᴈ ҀỌ 3 Š֞ Ṳ LEDח║

ҀỌ 3000 Š ᵿ 15 őᵿЅ 15 ¢ 
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2.3 半导体照明产品全技术链绿色制造技术研究 

∏ ş ∏ LEDҘר¡ ¡ ¡ᶿ ¡ ἀ

║ח ṥ ὐ⁹ựкἀự Ὼ ו к ¡ Ὰ ἀ

Ṱ Š ∏ LEDằ ᾭח║ ṍו ᴮὄ⁹ ѰᾺ

Š ∏ LED ὐ⁹ ự ו Ḣ ᾭή Ὰ

Š ∏ LED ῄᶚ͡ἀ⁹ ὐκк ו ő

LED ו ṍ ὐ ᾭ ¢ 

◦Ỹ Ђş ҝ 2~3 LED Ѱ ו ῄᶚ͡

ἀ Ѱ őϠ LED Ѱ ự‚מ

15%Š LED Ὰ ו ẌᶚᶅŠ▲ᵿ 2

LEDח║ ή Ὰ ő 2 LED к

ו ὐ ᾭή ᶓ ő ὐ ṍ

50%Š ᵿ 15 őᵿЅ 15 ¢ 

3.新形态多功能智慧照明与可见光通信关键技术及系统

集成 

3.1 新形态多功能室内智慧照明关键技术及系统集成 

∏ ş ᵿ LED ằ ἀח║ᾭ

₅ἂוѰ ἀᾬҝᾺ Š ᵿṥ ║ ⱦ ⱨἀ

Ṳ ו ὸ ầ Ὰ ἀѰ Š▲ᵿ ὸ ӝḾו

ầ Ὰ ἀѰ Š ∏ᾘ ¡ ῄ ¡֞ ┼ᶳ ἀ

Ṱ ו ὸ ᾭ Ә Ὰ ¡ ἀЂ
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Š▲ᵿ ⱦ ¡ӝḾᾺ ¡ Ὰ י ᾬҝᾺ

ő ῑ─¡  י ו ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş▲ᵿӊ 3 ὸ ṍᾬҝᵇ¡

ὄ¡מṲự¡ṍ ᵇוӝḾ Š▲ᵿ 5 ᶳЈᾬҝἺ

Ἲ Ṳ ו ᵟṲ ὸ Ѱ őằ ≥160 lm/WŠ

ᵟṲ ὸ Ѱ ꜘő ┼ӝ бמ 9.6 

kbpső♠ Ọ ᾑ Zigbee¡WiFi¡BLEיᾺ

őИⅎ ầᾑ Internet Ἲ Ἲ Š ᴮ

ᵊו ἀ Ọ ᴮ ᵊו Ҡⱦ Š ᴧ ầЂ

2 Š ῑ─¡  י ᶓō≥200⁹

ᴄŎ2 Š ᵿ 20 őᵿЅ 20 ¢ 

3.2 室外智慧照明关键技术及系统集成 

∏ ş ᵓ ὸ ầ Ὰ ⅜ő ӝḾ

¡ ¡ ῄ ¡֞ ┼ᶳ Ὰי╤ ő▲ᵿᵟṲ

Ѱ ő ᵿᾘ ו ὸ

LED Š ∏ṍ♠☼ᵟṲ ᾬҝᾺ ő

ᴮ¡ ἀὐ⅞ф пᾬוᾺ ᾬҝŠ ∏ ὐ⅞

ẵὃ ¡ⱦ ѕ ¡ ᴮי Ὰ ᾬҝő▲

ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş▲ᵿ 5 ᵟṲ Ѱ őằ ≥160 

lm/Wő♠ ὐ⅞ ӝḾ Šח║♠ ꜘőИⅎ

ầᾑ Internet Ἲ Ἲ Šב ֣

 
 

- 7 -



ꜜ≥1 Mbpső ὸ† ¡ ὸқ ᾬҝו Ҡⱦ

┼ӝ ¡ ὄѵ⅛ⱦ ¡ ὄӝḾᾭⱦ ¡ י

ᵟṲ ⱦ ו ᶓ 2 Š ᴧ ầЂ 2 Š

ᵿ 15 őᵿЅ 15 ¢ 

3.3 可见光通信关键技术及系统研发 

∏ ş ᵿ ṍ ♠ ằ ו ¡

ṍ֣ꜜΏằ LED  Š ᵿṍ ♠ ằ ј ᾭ

♠ ằ ᾙי♠ ằ ֮ ᾑ ֮ ᾬҝᴈ Š

∏ ᵓ֮♄LEDṲ б 1 ằו ו ᴮἀṍ ᴘ Ὰ

ő ᵿΏằᵿ ¡ ꜘᾭ Š ∏♠ ằ

Ὰ ו ᾬҝő ῑ─ἀ ὸқ ו

ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş ᵿוΏằ LED  Ṳ ≥1 ¡ằ ≥100 

lm/W ő֮ ОѸ֣ꜜ≥50 MHzŠ ᵿוṍ ♠ ằ ј

ᾭ ᾬҝᴈ Ҫ 100 Mbps ♠ ằ Š

ᵿוΏằ ᵿ ꜘ ֮♄ LEDṲ ≥1 ő֣ ꜜ≥160 MHzŠ

ᵿוΏằ ≥480 Mbpső ╒ ≥1 mő

╫ ≤10-6Š ♠ ằ ᶓ 1ª2 Š

ᵿ 15 őᵿЅ 15 ¢ 
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4.半导体照明与生物作用机理及面向健康医疗和农业的

系统集成技术与应用示范 

4.1 面向健康照明的光生物机理及应用研究 

∏ ş ∏Τׅ ᵓ ╧ ו ᾙ ő▲

б ằὐ⅞ ו ╧Ṳ ¡ằ ¡ ḨỶ¡ ╧ ¡

ᶚי ו ∏Иẅ ῝ ¢ ∏И

ᵓб ằф ᶑ ו З ┼ⱳő₭ ỉΈϠᵓ¢

 ᵓ ◓ ằו ф ἀ ╧ằ ¡ ᵇ

י ῝ᶚᶅő▲  ◓ ו ầЂ Šṧ┼ ╧͛ ¡

 ◓ ᵇἀằ ő▲ᵿ  ◓ ו LED

Ѱ И▲ ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş ᵟ ằὐ⅞ ╧Ṳ ¡ ╧ ἀằ

ו З ┼ⱳōε+ ᾘӓ ằ¡ṍ⁶ Ѥ ╧

ӝ׳Ờ ¡ ằ ἂ י ЂŎő ϖ ≥10000 ԀŠ▲

ằф ỉΈϠᵓ 1ԀŠ ầЂ ≥5 Š▲ᵿ 2

ᵓб  ◓ ו LED Ѱ И▲ ᶓŠ

ᵿ 10 őᵿЅ 40 ¢ 

4.2 LED 用于健康与医疗的机理研究与专用设备研制 

∏ ş ∏ LED ⅎ¡ ẫ¡ Ḅἀ֥ י

֞ᾯЗו ἀ ◓κ ő LEDб ằ ו δ

ᾭ ᾙ Š ҝ LED ֞ᾯЗו

Š ὄ LED ◓ἀ ằ ф ōОѸ¡Ṳ ᵇ¡
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ᵇ¡ ӊᶚ ŎἀᾺי ᶚᶅŠ ᵿ ◓ ו

ϐőИ▲ ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş ҝ LED  ◓ ו ׅᶚ͡ő ᴧ

LED  ◓ Ђ ᾑᾺ   4 Š▲ᵿ LED

ϐ 5 ő ϐ ≥2000 Š▲ LED ἀ

 ◓ ᶓ 5 Š ᵿ 30 őᵿЅ 50 ¢ 

4.3 用于设施农业生产的LED关键技术研发与应用示范 

∏ ş ∏ LEDằ ¡ с¡Ịс¡╬

י ѰᾭЗҺồᶝ ằו ᾙ ᾭ

ẵ Š▲ᵿ ѰᾭЗҺồᶝ ⁹ו ṍ

LEDằ ő ᵿ Ѱ ő ᴧ ẵᶓᾑЂ Š▲ᵿ

ѰᾭЗҺồᶝ ו LEDᾺ ϐőᾭ ῝

ἀ΅јᶚᶅőИ₭ Ѱ ὄ ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ ѰἀЗҺồᶝ ו

LED ằ ἀ ầ ϐ 10 ő ằἂԋ₭ ằ

ᵿằו ≥3 μmol m-2 s-1 W-1ŠϠӝ ằ ⁹ 40% ő

>20000 Š ᴧ ầ ẵᶓᾑЂ 5 Š

LEDằ Ẳ ≥10000 ő▲ ¡ с¡Ịс¡

╬ Ṱѻὄ ѰᾭЗҺồᶝ ᶓ 5 Š ᵿ

30 őᵿЅ 20 ¢ 
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4.4 用于设施家禽与水产养殖的LED关键技术研发与应

用示范 

∏ ş ∏ ῑ ἀ Ѱ ᶎ ỌҠ¡ Ѹ

ᵿ ¡ ᴘⱦו LEDằ ᾙ őᾭᵓ Җ֥

ᶑו ẵ Š LED ᾭ║ח ằὐ⅞ᴘⱦᾺ

Š ∏ Ѱ ו ῝ἀ΅јᶚᶅőИ ᴧ

ẵᶓᾑЂ Šᾬҝᾘ LEDằ ו ῑ Ѱ Ὰ

őИ₭ Ѱ ὄ ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђşᾐ 4 ῑ ἀ Ѱ ו

LED ằ ф ő▲ᵿ LED ║ח 4 Šằὐ

⅞ ♠ᴘőῑ Ѱᴮ Ѱ ṍ 2% Š LED

║ח Ẳ ≥5000 Š ᴧ ầ ẵᶓᾑЂ 3

Š▲ ᾘ LEDằ ῑו Ѱ ᶓ 4 Š

ᵿ 30 őᵿЅ 10 ¢ 

5.用于第三代半导体的衬底及同质外延、核心配套材料

与关键装备 

5.1 第三代半导体的衬底制备及同质外延 

∏ ş ∏ GaN֮№ ѸỌҠ ו ⱦ ¡ ֘

ᵇ‚ימầ Ὰ Š ∏֞ҳ֒ GaN Ἠ Ҙרᶳ Ὰ

Š ∏ᾨמ ֘ ᵇ GaN ֮№к Ѹו Ὰ Š▲ᵿ

GaN ֮№ ῒṰיѰ ὄầ Ὰ Š 6 ֒ GaN

֮№Ҙורầ Ὰ ő 4 ֒GaN֮№Ҙורẵ ϐŠ
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1ª2 ֒ AlN֮№Ҙרк ϐוầ Ὰ Š▲ 2ª

4 ֒ AlN/Al2O3 Ν¡ ΝҘורѰ ὄᾺ

∏Š▲ װ ֥Τׅ Ὰ ∏ᾭ ằᴈ ἀṲ

ᴈ   ו ¢ 

◦Ỹ Ђş4 ֒ GaN֮№Ҙר ֘ ᵇ<5105 cm-2ő

Ἠᵇ≥400 μmő Ѱ 5000 Š6 ֒ GaN֮№Ҙר ֘

ᵇ<5106 cm-2ő >600 cm2/VsŠ4 ֒ GaN֮№Ҙר

к ֘ ᵇ<1106 cm-2Š ӊ 1ª2 ֒ AlN

֮№ҘרŠ2ª4 ֒ AlN ΝҘר ֘ ᵇ<5107 cm-2ő

Ѱ 20000 Š ᵿ 30 őᵿЅ 20 ¢ 

5.2 第三代半导体核心关键装备 

∏ ş ᵓװ ֥Τׅ Ỹ ầ  ϐő▲ ѵ¡

ѵ ῄו ἀ ὄő 4~6 ֒ GaNҘ2~1¡ר

֒ AlN Ҙר ὄ ōHVPEŎἀ

ōPVTŎ Ѹ ϐő ṍ ₥ ᾙὄ ҕᾜ

ōMOCVDŎ Ѹ ϐŠ װ ֥Τׅ к ḳ ϐ

ј Š▲ Τׅ Ѱ ϐ ὄᾺ ¡Ṱ

ⱦ Ὰ ϐו▲ᵿ ᾬҝ ∏őẅΤׅ

ὄṰѻ¢ 

◦Ỹ Ђş ҝỉѰ HVPE ϐו И 6 ֒

GaN֮№Ҙרк ו Ѹ ő Ѹ ᵇ>100 μm/ őἨ

ᵇб╫ <5%Š ҝỉѰ PVT ϐו И 1ª2
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֒ AlN ֮№Ҙרк ו Ѹ Š ỉѰṍ ᵟ

MOCVD Ѹ ō2 ֒ 15 Ŏő Ѹ ᵇ

>1400℃Šҝ 1 Τׅ ὄṰѻ ᶓ Š ᵿ

30 őᵿЅ 15 ¢ 

5.3 第三代半导体核心配套材料 

∏ ş▲ᵿṍӱֳ ¡AlN ¡ ӷΤׅ

ṍӱ י ᾙ Š ᵿ ἂ₱ ằ¡ ằἀṍ

ᵇ ằṍטּ ᾡᵿИ ҝṍ Ώằו ằᶸἀ

ϐᾺ őᾭ ṍ ᵇ ₅ẅϼὄ¡ᾡᵿμו

ἀ¡ᵿằ י ϼὄẵ Š ᵿ ằ¡ṍ ¡ṍ

ׅ ¡ṍ װו ֥Τׅ   ầ ᶿ к ¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ 2ª4 ṍӱ ᾙ őֳ ¡AlN

ṍӱי ᾙ ׆֚╫ӱᵇו 6NŠ ὣ ằк

100 A/cm2ᴈ ᵇּטằᾡᵿ Ϡ ằк ằו

ῺḉᵇῺ 50%Š▲ᵿӊ 2ª3 ꜝ ἂֳὄ ₱

ṍ ᾡᵿו טּ ἀ ằк Š ӊMSL 1

ᾳ ◗ ᶿ ‟Š ӊׅ 0.6 W/m·Kוṍׅ

ᶿ ‟Š ӊ Ṣ >98%¡ >1.7 ו ᾙ

ᾙḢἂᶿ ‟Š ᵿ 30 őᵿЅ 15 ¢ 
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6.新型显示产业链建设与产业化示范 

6.1 印刷 OLED 显示材料产业化示范 

∏ ş▲ᵿ║ Ѱ ¡ ỉΈ׆֚

ᾳЈו ♠ ᾙᵿằк ¡ к ו ῄἀ

ϐᾺ Š▲ᵿ♠ ᾙк ṷ₤ᾳᶢ֞ἂҝᾭӱὄᾺו

Š▲ᵿ║ Ѱ ו OLED ϐᾺ Š

OLED ἣ/ טּ/ ᾘ ו ϐᾭ ᶓ

¢ 

◦Ỹ Ђş♠ к ō@ =T95@1000nitsŎşἣằş

> 18 cd/Aő >8000 ő ằş > 60 cd/Aő

> 10000 őּטằş >5 cd/Aő > 1000 Šк

ϐ ş ᶳ OLEDк ἂҝ ӱὄ

╫>20 kg/ Ԁőӱᵇ≥99.5%Š ᾿ӱὄ 1000 / őӱᵇ

≥99.9%Š : 1000 / ő ᵇ 3ª15cPs¢ 

6.2 8.5 代印刷 OLED 显示产业化示范 

∏ ş ∏р OLED   ҠṰ Š₅

ἂ 8.5֥ ϐő▲ᵿр OLED Ν ṰҠ

ὄᾺ ő ӊ 55 ֒р OLED  ő 8.5

֥ᴈ ֞ҳ֒р OLED Ѱ ὄ ᶓ¢ 

◦Ỹ Ђşҝ 8.5֥ᴈ ֞ҳ֒р OLED



р OLED ҳ֒≥55 ֒ő ᶳϾ 3840×2160ő

ᵇ>500 cd/m2ő  Ṱ >3 ¢ 

6.3 量子点背光关键技术开发与应用示范 

∏ ş ∏ ᴄк ‟ ᶳו Ṱ ő ∏‟

ᵓ ᴄằ ὔ ᾭ ṢᾺ ő▲ᵿ֞ ᾜ

ᴄр ᾭ Ὰ Š ∏ ᴄ ׅằᾺ

ő▲ᵿ ᴄᴘằᾋ Ὰ ¡ ᴄṲ ằ

ằו Ὰ Š▲ᵿṍׅằ ᴄϊằ Ὰ

Š▲ᵿᾘ ṍ ᴄϊằוᴈ ᾙᾑ ő ẵ

Ѱ ¢ 

◦Ỹ Ђş ᴄ р şᾘ Τ᷂ꜜ R≤28 nmő

G≤30 nmŠō@ ᵇ 65℃ő ᵇ 95%ő1000 ῒᴈ ὄŎ

ו ᵇ Ὼ≤15%őCIE Ђ x△ ἀ y △ ╫≤0.01Š

ᴄṲ şCd<100 ppmŠ Pb<1000 ppmŠ ᴄϊằ ş

ᵇ╫ ≥90%őϊằ ≥65 cd/WŠᾘ ᴄϊằוᴈ

ᾙᾑ şҳ֒≥40 ֒ő ≥110% NTSCő ᵇ≥500 

cd/m2Š 50 / ẵו Ѱᾭ ᶓ¢ 

6.4 柔性基板材料关键技术开发与应用示范 

∏ ş▲ᵿ ἀ♠ӛ֢ ו ┬ἂ

ᾘΝк ו ῄᾭ ϐᾺ ő▲ᵿ OLED ┬ἂ

ᾘΝוᶢ ӱὄᾺ ő ᾘΝк ẵו ѰŠ₅ἂ
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OLED Ν Ҡő ҳ֒ ἀ♠ӛ֢ OLED

Ѱ ¢ 

◦Ỹ ЂşЙ ὄ ϼ ᵇ>450℃Š1% ᵇ

>500℃Š <5 ppm/K(@ ׆ 400 )℃ Š

>2 GPaŠ◗ַא ᵇ>100 MPaŠ ҳ֒ OLED

ו ¢ 

6.5 超高密度小间距LED显示关键技术开发与应用示范 

∏ ş▲ᵿ Ҁṍ ᵇ ῦ╒ LED ṍו

ᶿ к ἀ 3D-LED к ő▲ᵿ ᾳằ

ῄᾺ ¡ṍ℮ᵇ ᴮⱦ Ὰ ¡ ὄ ᾙ†ἺᾺ ¡

ṍ℮ᵇᶿ Ὰ ¡ 3D-LED Ὰ ¡ ằ

ᴈф пᾬἀј ẌᾺ ő ӊṍ Ҁṍ ᵇ LED

ő Ҁṍ ᵇ р LED֞  ẵ

Ѱᾭ ᶓ¢ 

◦Ỹ ЂşѰ ᴄῦ╒≤0.8mmō Ŏő ᾙ

ᴄῦ╒≤0.5mmō ŎŠ ᵇ╫ ᵇ≥98%Š

Ђ ≤0.005xyŠṲự≤120 W/ m2ō@ ᵇ 400cd/m2ŎŠ

ᵓϠᵇ≥10000:1ŠὯᵇיᾳ≥16 BitŠ ᵇ 200~1000 cd/m2♠

ᴘŠ ᾙ ҳ֒℮ᵇ≤10 μmŠ ᾙ ℮ᵇ

≤20 μmŠᵿ ≥20 Š ẵ Ѱş ᴄῦ╒≤0.8 mm

Ѱו Ѱ 1.5 ϪŠ0.8 mmš ᴄῦ╒≤1 mmו

Ѱ Ѱ 8.5 Ϫ¢ 
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7. 高光束质量、低阈值、长寿命、低成本红绿蓝 LD 材

料及器件关键技术与工程化研究 

7.1 高光束质量、低阈值、长寿命、低成本红光 LD 材料

及器件关键技术与工程化研究 

∏ ş ᵓᾡằ ᵓἣằ LDוằ ¡ằ ¡

¡Ṳ ¡ ¡ҝ י ṟ ő ∏ AlGaInPк

ו ᶳᾭ Š▲ ₅ẅ ו  ὄ

ῄő מ∏ ằОׅמ¡ ự ѸṰ ő‚מ ᴈ

ᵇ¡ ᾡḈ ő ṍằ őḲ ᵇ

Š ὄ ו ¡ᵚὄ ᾭᵅ Ṱ ő ṍ

ő ṍ ӊṲ Š ᵿ LD Ѹ¡Ṱ ᾭ  

ᶿ ו ầј ϐ¢ 

◦Ỹ Ђş ª640 nmἣằΤׅ ᾡằ ֮ẫ ֞

ӊṲ ţ1 Wō40℃Ŏőᴈằ ţ35%Šἣằᾡằ Ѱҝ

ϖ‚׆ 5 /W ő ţ2 Š ᵿ 20

őᾺ Ђ 2 ő ҝӦ Ӧ ᵒ 2Ṥ¢ 

7.2 高光束质量、低阈值、长寿命、低成本蓝绿光 LD

材料及器件关键技术与工程化研究 

∏ ş ᵓᾡằ ᵓּט ằ LD ằו ¡ằ

¡ ¡Ṳ ¡ ¡ҝ י ṟ ő ∏ AlInGaN

к ו ᶳᾭ p Ѫ ᾍὄיᴘⱦ LDᵿằ Ὰ Š

▲ ₅ẅ ו  ὄ ῄő מ∏ ằОׅמ¡
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ự ѸṰ ő‚מ ᴈ ᵇ¡ ᾡḈ ő

ṍằ őḲ ᵇ Š ὄ ו ¡ᵚὄ

ᾭᵅ Ṱ ő ṍ ő ṍ ӊṲ ¢ 

◦Ỹ Ђş ª450 nmּטằ¡ª520 nm ằΤׅ

ᾡằ ֮ẫ ֞ ӊṲ ᶳЈţ1 Wἀ 0.5 Wőᴈằ ᶳ

Јţ30%ἀ 10%Šּטằἀ ằᾡằ ѰҝϖᶳЈ‚׆ 7

/W¡20 /W ő ţ2 Š ᵿ 30

őᾺ Ђ 3 ő ҝӦ Ӧ ᵒ 3Ṥ¢ 

8.千瓦级准连续全固态激光材料与器件关键技术 

8.1 千瓦级准连续全固态激光材料与器件关键技术 

∏ ş ∏ṍṲ ṍằ Τׅ ᾡằ Ὰ

Š ∏ṍ ¡֞ ҹᵓᾡằ№ ᾭằ к ו

ᾙ Š ∏ṍṲ ᵇ ҹᾡằ η ₥ к Ѕ

ḫ ᾙ Š ∏ṍ ϛ Ὰ ¡ṍṲ ֽ ṍ ҹầ

ᵎᾺ ¡ ҹᾡằᶢ֞ Ṳו Ὰ Š▲ ֞ ᵇמ

ự к Ὰ ¡ ᾳṍṲ ᾡằằ ἂầ

 Ὰ ¡ ᾳΑ ᾡằ ᾙᾬҝᾺ ∏¢ 

◦Ỹ Ђş ӊṲ ţ30 W¡ằ ꜜš1 nm¡ằ

M2š2¡ ≥2 Τׅו ᾡằ ᾭṍ ϛ Ὰ

Š▲ᵿӊầᵎṲ ţ1 kW¡ Ḣ ª20 kHz¡ ꜜš100 

nsו 400 μmằ ἂ ẘ ᾡằ Š ӊ

ᾳ ᾡằ ֞ו ᵇō400μm:8mmŎᵊ  
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Ὰ ᾭ  ựš2Ŋוӝ ằּרŠ ᵿ 50 őᵿ

Ѕ 20 ¢ 

9.超短脉冲、单频及中红外激光材料与器件关键技术 

9.1 超短脉冲、单频及中红外激光材料与器件关键技术 

∏ ş ṍᵊ℮ ¡ ј¡♅ י ő

∏ṍ᷂ Ṳ ҀꜛᾡằỸ   ầ Ὰ őᵿ ṍ

Ҁᵋ ҹ ᶢ֞Ὰ ᾭ Яѹἀ ҹ Ὰ ő

ª300 W℮ ῒṰ Ҁꜛᾡằ ầ Ὰ ő ᾐהṍ

͋ ҹᾡằוᶚᶅŠ ẘ ֮ ᾡằ ᾭṍ ṍṲ

ἣ ᾡằ ầ Ὰ ¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ ╫Ṳ ª300 W¡ª20 ps¡ªMHz

Ҁꜛᾡằ ṰҠὄ ᾙŠҝ֮ ҹ≥100 nJ¡ОѸ≤50 nm

Α͋ו ᾡằ Š ӊ֮ ҹ≥20 mJ¡ ꜜ≤ 300 nsו

1645 nmᴘQ֮ ẘ ᾡằ ᾭ ╫Ṳ ≥100 Wו 1064 nm

֮ ẘ ᾡằ ő ꜜᶳЈ 100 kHzᾭ 1 MHző

ᴧ ╫ 1%Š▲ᵿӊОѸ 1.5ª5µm ♠ᴘו

ҹ ἣ ᾡằ ő ╫Ṳ ş30W@2.1µmő10W@4.3µmŠ

Ṳ ᴧ ōRMSŎş≤3%@8 Š ᵿ 30 ¢ 

10.半导体光传感材料与器件关键技术及应用 

10.1 气体有源红外光传感材料与器件 

∏ ş ∏ἣ Τׅ ᾡằ/ јк ו ѸᾺ

ő ӝḾ ἣ ằӝḾк  ő₱ἣ
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ОѸ♠ᴘ ἀ֞Ṳ ֮ ằӝḾк  ő

ἣ מ Τׅ јк  őᾘ ᾡằ ᾭᾬҝ

ằו  ӝḾ ő ∏ἣ ӝḾΤׅ ᾡằ ᾬҝᶿ

Ὰ őẅᾘ ♠ᴘ Τׅ ᾡằ ằ Ὰ ♠ו

јᵟ ῢјו ő ὐ⅞ῢјᾑṰ ͛ י

ו ᶓ ¢ 

◦Ỹ Ђş1.5ª1.8 μm ОᵍОѸ♠ᴘ ᾡằ

őṲ ţ10 mW¡ОѸᴘ ᶓ ţ10 nmŠ2 μmОᵍ

Ṱ Τׅ ᾡằ ő֮ ӊṲ ţ10 mWŠ2.8ª4.0 

μmОᵍ Ṱ ᾡằ őṲ >10 mW¡ОѸᴘ ᶓ

>10 nmŠ4ª12 μmОᵍ Ṱ ἣ Τׅ ᾡằ

ő֮ ӊṲ ţ500 mW¢ ὐ⅞ ¡Ṱ ͛

ầ ꜛו ¡ ṍ ӝḾ΅јőῘ ¡ֳ ὄ ¡

ᵽ ὄ ¡ ὄ ¡ᵽ ὄ ¡ ὄ ¡͚ ¡ ¡Ῐ

ј΅ו ᵇ 1 ppmőГ ΅ј ᵇ 100 ppm¢ 

10.2 微纳生化传感材料与器件 

∏ ş ∏ ӝḾ ₥ו ₅ẅк ¡Ḩ

Ҁк ἀṍ ₅ẅк Š ∏ᾘ ằ

ὄӝḾ¡ ᾙ ₅ẅ ӝḾ¡┬ᾬ ׅᵿằᾘ

ὄӝḾו ᾙ őᵿ ║ ¡ϻ ἀꜛ ᶳ Ṳ ΅ו

ј Ὰ ¡ ᶚᶅŠ ∏ṍ ὄӝḾ

к Ә ֮ ¡ӝḾ΅ј֮ ו ᾬҝᾺ Š
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ṍ ¡ṍ ὄӝḾᾺ ͒ ΅јᾑὐ⅞ῢ

јי ו ¢ 

◦Ỹ Ђşṍ ¡ṍ ὄӝḾ 3ª4

ő֮ ӝḾ֮ б 9ṤőӝḾ֮ ו Ḣ

ţ90%ő ự š50 µLőᶳ ῦš10 ᶳ ő͒ Ђ

ῆ ΅ј š10 ng/mlŠ ᾙ ₅ẅ ὄӝḾ Q

ţ500¢֙  ӝḾ ᵇ 1×10-5 RIU¡ф б

6Ṥוꜛ ὄ΅ј ¢ 

10.3 光纤传感材料与应用 

∏ ş ∏֞ ¡ᵟф ӝḾằ őṍ ṍ

ӝḾằ őᵟ ₅ẅӝḾằ Šṍ ¡ṍ ¡ṍ ằו

ằּרŠΤׅ ꜜᾡằ /♠ᴘ ᾡằ Šṍ ¡֞ᴮ

ᶓ ṍוṲự¡֞ҳᵇמ¡ ằ ӝḾ ᾭ֞ ¡ᵟ

ф ӝḾו Š ằ ᶳв ӝḾᾺ ἀ ằ ᶳ

в ᵇ¡ ϼӝḾ Š ỉῑ ֞ṰҠᾑ Ố

ᴅו ᶓ ¢ 

◦Ỹ Ђş֞ ¡ᵟф ӝḾằ ựš0.5 dB/kmő

ằ ᵇţ50 Nő֮ ṧӝḾằ ằ ו ≥10000ṤŠ

ṍ ằ к ᾭằ ӝḾ 700 ℃ ᴧṰ ¢ ṍ

℮ᵇј ꜜš5 kHzו ꜜᾡằ Šᶳв ӝḾ ӝ

Ḿ╒ ţ8 kmőằ ӝḾ ℮ᵇ 0.1%őῒ ᵇӝḾ

ᵇ 10 ngő ӊḷ ᾬҝוᵟ ằ ӝḾ Š
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ᵇ ϼӝḾ ӝḾ╒ ţ80 kmőằ ᵇ

 -120 dB (re Rad/µPa)¢ẅ 40 km ₑ͛ ¡8 kmᶳ

в ῢ ¡ ϼӝḾᶳϾ ằו10-10×1 ש

¡Ḣ ţ4000ṤוӝḾ ¢ 

11.新型高密度存储材料与自旋耦合材料研究 

11.1 新型高密度存储材料与器件 

∏ ş ∏ ϼ֑Ӕ ϼ֑Ӕ к ו ῄ¡

¡ ὄᾭ  ₅ẅ ῄőᾐמהṲự¡ṍ♠☼¡◗Ӡ ¡

╫ ¡ ֞ẵ ᾬҝ֑וӔ ֮ Š ∏ ו 

к ₅ẅ ῄŠ ∏ Τׅ ᾬҝו ᴈ/ᵟ ֑

Ӕк  Š ∏ г ֑Ӕ¡ ᾪ¡ ¡

ϸ/₆ Ṳ ᵟṲו ֑Ӕ  Š₆╨֑Ӕ֮ ¡Ṳựו

ᵀ ᵇ¡♠☼ ¡ṍ ᵇᾬҝ¡ ὄ ϐיầ Ὰ Š

∏ ♠ӛ֢ ϐ֑וӔ ו  ὄ ϐṰ ᾭ

ὄ ו ầ ¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ 3ª6 ♠ ṍו ᵇ֑Ӕк Š

ӊ֑וӔ֮ ֑ӔӢⱨţ10¡з Ԁ ţ106¡κҪ ῦ

ţ10 ¡ ῦš30 nsŠ▲ᵿӊ 1ª2 ♠ г ֑Ӕ¡

ᾪ¡ ¡ϸ/₆ ו ᵟṲ ֑Ӕ  Š 50

¢ 
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11.2 新型自旋耦合材料与器件 

∏ ş ∏ ᴈ к  ő ṍ─

ᵇ¡ṍ ¡ᴈỶ ᶳ ו ӷ Τׅ к ő

∏ᾘ Τׅ ӷ ₥ ᵟוẅҝי ₅ẅוₑ

¡ṍ ¡ᴘⱦᾭ јᶚ͡יŠ ᵟѵ ἂк

ᵟѵⱦ ӷὄᶊ ו ↑ő ᴈ к ו

ӷᴈ ἂ ő Ṳự¡ᶤמ∏ ӷᴈו ἂ

¢ 

◦Ỹ Ђş ӷΤׅ ─ ᵇţ300 Kő ϐӊ

ӷ ¡ ţ1000 cm2V-1s-1ו ӷ Τׅ Š

ӷ₥ ᾨὄᵇ≥80%ő ≥40%Š ӊᾘ

ӷ Τׅ ו ᴈ  ő Ọᵟѵᴘⱦ

וּ ֑Ӕ¡ ᾪṲ Šᵿ 2ª3 Ṳự¡ᶤמ

ו ӷᴈ ἂ  ő ᴮᾑḖ ӷᶊ ᴈו š2 

Vő ᴮᴈ ᵇ 105 Acm-2 ᾳ¢ 

12.微纳电子制造用超高纯工艺材料 

12.1 微纳电子制造用超高纯电子气体 

∏ ş ∏Ҁṍӱᴈ ӱ/ӑ /ӱὄ

ϐᶚᶅ¡ ᴧ ⱦ Ὰ ᾭ ҠṰ ὄᾬҝᾺ ő

▲ᵿ ᴈ ¡ ὄ ¡Ḋὄ Ҁṍӱᴈי

ő 5N ᾳ ϐᾺ ᾭầ  ϐᾺ ¡ppb ᾳ
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ἀ₥ ΅јᾺ ¡ Ѱὐ⅞ἀ♄ ⱦ Ὰ

ᾭѰ ε Ὰ ¢ 

◦Ỹ ЂşҀṍӱ ¡ ὄ ӱᵇ 5Nª7Nő

֮ ō H2O¡O2¡CO2¡CO¡CH4Ŏš1.0 ppmvő

֮ ₥ ō Al¡Cr¡Cd¡CuŎš1.0 ppbwŠҀṍӱ

Ḋὄ ӱᵇбמ 5Nő ֮ ₥ ō Al¡Cr¡

Cd¡CuŎš1.0 ppbw¢ 

12.2 微纳电子制造用超高纯稀土金属及靶材 

∏ ş ∏ ᴈ Ҁṍӱ ₥ ᴧἎ

ⱦו ᾙ ő 4N5ᾳҀṍӱ ₥ ϐᾺ ᾭ

ϐŠ ᵿ֞ ₥ ᾭἂ₥ ᴦҀ₄↨ ҝ Ẫ

ⱦ Ὰ ¡Ҁṍӱ ₥ ҳᵇθ ΅јᾺ

ő▲ᵿ 4NᾳҀṍӱ֞ҳ֒ ₥ ᾭἂ₥Άк ϼῒṰ¡

℮ ᾙῒ¡Ѕ Ә ầ Ὰי ¢ 

◦Ỹ Ђş ₥ ӱᵇţ4N5ő60 ₥ ἀš

50 ppmő Na+ K+ Li≤2 ppmőU+Th≤10 ppbőFe¡Coי

Ọᵈ₥ ≤20 ppmő ộ š100 ppmŠ ₥ Ά

кӱᵇţ4Nő60 ₥ ἀš100 ppmőΆк ֞ἔ

ҳ֒ţ500 mm¡ ҳ֒š0.5 mmő№ ╫ҳ֒š200 

μm¢ 
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13.高功率密度电子器件热管理材料与应用 

13.1 用于高功率密度热管理的高性能热界面材料 

∏ ş ṍṲ ᵇᴈ ו  ẫ ▲ ᴈ

 ṍ ₑ к ו ῄ¡ ϐ¡₅ẅᴘⱦ ὄ¡ᾭ

Ẫₑ ἀ ӝ ᾙ ∏Š Ọк ₑ ᶳ

ῄő Ẫјᾭ ׅ ј ᶚי 

Ẫᾭᶳ љ ӝׅᾙ ¢ 

◦Ỹ Ђş ᵓ ӝ ӊ┬ἂ ᾘ ׅ

≥20 W/mKőₑ ≤0.01 Kcm2/Wő ♠☼ ј  

ō-20ª100℃ ᵇ ὐ 1000 ԀŎ ӝׅ Ḳϼḉᵇ

≤10%ő Ḣ >10Ԁו ₑ к Š ᵓἔ ӝ

ӊἔ ׅ ≥2500 W/mKő Ḣ >10Ԁו ₑ

к Š ֮ љθ ₑ јו ő Ẫₑ

10-6 Kcm2/W ᾳו℮ ј ő Ẫᾭᶳ љԀ

ₑ ӝׅᾙ ő ҙṍṲ ᵇᴈ  ᴅ

∏Š ᵿ 15 őᵿЅ 30 ¢ 

13.2 高导热率复合材料、器件及其典型应用研究 

∏ ş ṍṲ ᵇᴈ ו  ӝ ▲

ᾘ ϼוṍׅ Ḣἂк ᾭ ו  ∏ő Ọ

ₑ ᶳ ῄő Ẫјᾭ ׅ ј ᶚי 

Ẫљ ϼ ӝ ᾙ őИ▲ ᾘ ϼו
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ṍׅ Ḣἂк ᾭ ו  ∏¢ṍṲ ᵇᴈ

  ṍׅ Ḣἂк ᾭ ᾬҝו  ᴅ ∏¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ Τׅ  к ≥80%¡

ᾘ ϼ¡ׅ ṍ ₥ṃ ᾑ ẘ ׅ к

¡Ἠᵇ<1 mmוṍׅ Ḣἂк ᾭ  Š ӊ♠ᴮ

ō ″>160ᵇŎוᾘ ϼוṍׅ Ḣἂк ᾭ

 ¢ ẪљԀ ϼ ӝ ᾙ ő ṍṲ

ᵇᴈ ᴈמ‚ᾬҝőו    50% ő Ѹ Ṱ

ᴧ ἀ 50% ¢ ᵿ 15 őᵿЅ

30 ¢ 

13.3 用于高功率密度电子器件的前沿热管理材料研究 

∏ ş ֥ṍṲ ᵇᴈ ו  ẫ

▲ ẫ к ו ∏őε+ ┬ἂ ᾘ¡₥

ᾘἀ ӻᾘᾘΝőӔ ¡ ᾑ ẫ

к ő ᵟ ᴈ  ᾭᴈ   ᴄӘ₱ѵ ẫ к

ו ∏¢ 

◦Ỹ Ђş ӊ┬ἂ ᾘᾘΝׅ ≥10 W/mKő

≥25 GPaő ≤20 ppm/℃őx ᴈѷ ≤4.0@5 

GHzŠ₥ ᾘᾘΝ ׅ ≥800 W/mKőָ ≥300 GPaő

◗ ᵇ>350 MPaő ≤5.5 ppm/℃Š ӻᾘᾘΝ

ׅ ≥130 W/mKő◗ ᵇţ800 MPaő ≤5 

ppm/℃Š ṍ ῦ   ᴄ ᵇ¡ᵟ ᴈ   ᴄ
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ᵇ¡ṍṲ ō≥1000 W/cm2Ŏ ᴄӘ ᵇ‚מ 40~80℃¢

ᵿ 20 őᵿЅ 30 ¢ 

14. 高性能电磁介质材料及器件开发 

14.1 高性能电磁介质材料及器件开发 

∏ şᵿ ṍ ᴈӷₓ к ᾭ Ṿ Ὰ őῺ

ᶳ ҳ֒őו  ṍ ᾬҝᵇἀו  ¢ᵿ

4G¡5G ᴮ ṍו Оₓ к ő ᴄ▲ᵿₓ

ᾘ О ṍ ᴧ מ¡ ự¡מ ᵇ ו ὄ Оₓ

¢ᵿ ֞Ḿ ᵟљ ᴈḾ  ¡֞ ᵟљ ᴈ

 ᾭ ầ ṍӷׅ ӷₓ ἀṍ ᴈₓ к ¢ ∏ṍ

/Ḿ к ᾭ  őᵿ ᵟљ   еἺ

Ἲ ᾬҝᾺי ő▲ᵿ ᾬҝ ꜘ ᶟ ῄᶚᶅ¡

О јו  Ὰ ő▲ ầᾺ Ђ ו ¢ 

◦Ỹ Ђş ṍ ᴈӷₓ к ו ϐᾺ ő

ε+ 4G¡5G ᴮ ו Оₓ ōₓᴈѷ 15ª

90Ŏᾭ ẵו  ѰᾺ ő ֞Ṳ ӷ  

ӷₓו к ᾭ֞ ᴈ   ᴈₓ к ѰᾺ

ő ₓᴈѷ 80 ו90 Оₓ ₓᴈѷ Оᴮš0.5ő

Qf ţ15000GHzőₓᴈѷ ᵇ š5 ppm/℃¢

еׅ ꜜҳ֒≤10 מᵟљו Ṿ ӻ  

¢ ᵟ ҳ֒ ẵו  ὄ Ѱő ֞Ḿ

ҳ֒Ṳ ᴈḾḾ ֞ 20 nH@2 GHzἀ 5 nH@10 GHzŠ
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01005 Ҁ ᾭ ♠ӛ֢ ϐ ¢
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15.高性能无源敏感薄膜材料及传感器芯片研发 

15.1 高性能无源敏感薄膜材料及传感器芯片研发 

∏ şᵿ ṍ Ḿθ к ϐᾺ ő

θ Ḿк ő ӝḾ ᵓ№ ᾳθ к Ἠ

ᵇἀ╫ ¢ ∏ Ḿк ᾭ   Siᾘᾬҝᴈ ᾬו

ҝᶚᶅőᾐהṍ ᵇ¡מṲự¡ṍ♠☼ ӝḾו

ẅᾬҝᾺ ¢ᾘ ᵟ ѵ ἂᶟ Ὰ ő ∏ӝḾ

ᶟ ῄő ᾭꜛ Ố ј ᴈ ¢

∏ӷ ¡ἣ ¡ ¡ י ᾳӝḾ ו Ѱ ј

Ὰ ő ᾳӝḾ ầᾺ Ђ ἀᴅ ו

₆╨ᶚ͡¢ 

◦Ỹ Ђş Ḿк ᾭ   Siᾘᾬҝᴈ ו

ẅᾬҝᾺ ő ҝ ᾳӝḾ ῄ¡ ᶚᶅ Ὰ Ђ

ő▲ᵿӊ ӷ ¡ἣ ¡ ¡ ṍי Ḿ

θ к ᾭ  ¢ Siᾘᴈ ᾬҝו Ḿθ № ≥4 ֒ő

θ Ἠᵇ╫ ≥95%¢ӷ ӝḾ ⅝ ᴈ š5 μA@3Vő

Ṱ ᵇᶓ ş-40 ℃ª+85 ℃őṰ ᴈ ş1.8ª5 VŠἣ

ӝḾ ᴧṰ ῦб 5 ő ᵇј ᶓ 0ª

100%őј ℮ᵇš0.1%¢Ố ᴈ ῦѷ ō
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Ŏ10ª500msőј ᵇᶓ Ḡḵ-5℃ª+450℃ő

ᴧ ±0.01℃Š ᵿ 50 Šҝ Ѱ 5 ӝ

Ḿ Ѱ ᾭ ᵿᾘש¢ 


